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(57) Zusammenfassung: Fin optoelektronisches

Bauelement

weist ein Kunststotfgehduse auf, in das ein erster

Leiterrahmenabschnitt eingebettet ist. Eine Chiplandefldche und eine Lé&tkontaktfliche des ersten Leiterrahmenabschnitts sind
zumindest teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse bedeckt. Die Lotkontakttlache weist eine Rille auf. Diese Rille ist nicht durch

das

Material des Kunststoffgehduses bedeckt.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Verfahren zu seiner Her-—

stellung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement gemd&l Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelements gemdl Patent-

anspruch 11.

Die deutsche Prioritdtsanmeldung DE 10 2013 206 963.4, die
ausdriicklich einen Teil der Offenbarung der vorliegenden An-
meldung bildet, beschreibt ebenfalls ein optoelektronisches
Bauelement und ein Verfahren zum Herstellen eines optoe-

lektronischen Bauelements.

Optoelektronische Bauelemente mit vorgeformten Kunststoffge-
hdusen (Premold-Gehdusen) sind aus dem Stand der Technik be-
kannt. Solche Kunststoffgehduse weisen hadufig eine Kavitat
auf, die mit einem Vergussmaterial gef{illt ist, dass einem
mechanischen Schutz dient und eine diffuse Lichtstreuung
und/oder eine Wellenldngenkonversion bewirken kann. Wahrend
der Herstellung solcher optoelektronischer Bauelemente ist
das vorgeformte Kunststoffgehduse mechanischen Belastungen
ausgesetzt, die eine Ausbildung von Spalten zwischen dem Ma-
terial des Kunststoffgehduses und in das Kunststoffgehduse
eingebetteten Leiterrahmenabschnitten bewirken kann. Dadurch
ergeben sich Undichtigkeiten, die beim Befiillen der Kavitat
mit dem Vergussmaterial zu einem Kriechen des Vergussmateri-
als auf eine L&tseite des optoelektronischen Bauelements fiih-
ren kdnnen. Auf der Lotseite des optoelektronischen Bauele-
ments kann das Vergussmaterial L&tflachen verunreinigen und

das optoelektronische Bauelement dadurch unbrauchbar machen.

FEine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement mit einem Kunststoffgehduse be-
reitzustellen. Diese Aufgabe wird durch ein optoelektroni-

sches Bauelement mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.
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Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht dar-
in, ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen
Bauelements anzugeben. Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 11 geldst. In den abhédngigen

Anspriichen sind verschiedene Weiterbildungen angeben.

Fin optoelektronisches Bauelement weist ein Kunststoffgehduse
auf, in das ein erster Leiterrahmenabschnitt eingebettet ist.
FEine Chiplandefldche und eine L&tkontaktfldche des ersten
Leiterrahmenabschnitts sind zumindest teilweise nicht durch
das Kunststoffgehduse bedeckt. Die L&tkontaktflidche weist ei-
ne Rille auf. Diese Rille ist nicht durch das Material des
Kunststoffgehduses bedeckt. Vorteilhafterweise wird die Lot-
kontaktfldche des ersten Leiterrahmenabschnitts bei diesem
optoelektronischen Bauelement durch die Rille vor einer Kon-
tamination geschiitzt. Ein durch eine Liicke zwischen dem Mate-
rial des Kunststoffgehduses und dem ersten Leiterrahmenab-
schnitt kriechendes Vergussmaterial kann nicht {iber die Rille
auf die Lotkontaktfldche des ersten Leiterrahmenabschnitts
vordringen und die Lotkontaktfldche dadurch nicht vollstdndig
benetzen. Dadurch bleibt die Lotkontaktfldche vorteilhafter-
weise zugadnglich und kann wahrend eines Anldtens des optoe-—

lektronischen Bauelements mit Lot benetzt werden.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Rille in einem Randbereich der Lotkontaktfldche ange-
ordnet. Vorteilhafterweise kann eine eventuelle Kontamination
der Loétkontaktfldche dadurch nicht tiber den Randbereich der

Lotkontaktfldache hinaus auf die Lotkontaktfldche vordringen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Rille zumindest abschnittsweise um einen Mittenbe-
reich der Lotkontaktfldche umlaufend ausgebildet. Vorteil-
hafterweise wird der Mittenbereich der Loétkontaktfldche da-

durch vor einer Kontamination geschiitzt.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements

weist die Rille eine Tiefe zwischen 10 um und 1 mm auf, be-
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vorzugt eine Tiefe zwischen 50 pm und 200 pm. Die Rille kann
beispielsweise eine Tiefe von 100 pum und eine Breite von 150
um aufweisen. Vorteilhafterweise stellt eine Rille mit diesen
Abmessungen sicher, dass eine Kapillarkraft zwischen der LOt-
kontaktflédche und einer Unterlage, auf der die L&tkontaktfla-
che aufliegt, im Bereich der Rille unterbrochen wird. Dadurch
kann ein kontaminierendes Material nicht liber die Rille hin-

aus auf die Lotkontaktfldche vordringen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist ein optoelektronischer Halbleiterchip auf der Chiplande-
fldche angeordnet. Vorteilhafterweise kann der erste Leiter-
rahmenabschnitt einen elektrischen Kontakt des optoelektroni-
schen Halbleiterchips zur LOtkontaktfldche fiihren. Dadurch
kann der optoelektronische Halbleiterchip dieses optoelektro-
nischen Bauelements {iber eine L&tverbindung zur Ldtkontakt-

fldche elektrisch kontaktiert werden.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Kunststoffgehduse eine an die Chiplandefldche an-
grenzende Kavitdt auf. Dabei ist in der Kavitdt ein Verguss-—
material angeordnet. Vorteilhafterweise kann das Vergussmate-
rial in der Kavitdt des Kunststoffgehduses angeordnet werden,
ohne dass hierbei eine Kontamination der Létkontaktfldche mit

dem Vergussmaterial zu beflirchten ist.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Rille vorgesehen, eine Benetzung des Mittenbereichs
durch das Vergussmaterial zu verhindern. Eventuell durch eine
Licke zwischen dem Material des Kunststoffgehduses und dem
ersten Leiterrahmenabschnitt kriechendes Vergussmaterial kann
nicht tber die Rille bis zum Mittenbereich der L&tkontaktfla-
che des ersten Leiterrahmenabschnitts vordringen und den Mit-
tenbereich dadurch nicht benetzen. Dadurch bleibt der Mitten-
bereich der L&tkontaktfladche vorteilhafterweise zuganglich
und kann widhrend eines Anldtens des optoelektronischen Bau-

elements mit Lot benetzt werden.
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In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Vergussmaterial Silikon auf. Vorteilhafterweise
kann das Silikon einen mechanischen Schutz eines optoelektro-
nischen Halbleiterchips des optoelektronischen Bauelements
bewirken. Das Vergussmaterial kann auch lichtstreuende Parti-
kel und/oder Konverterpartikel aufweisen. In diesem Fall be-
wirkt das Vergussmaterial des optoelektronischen Bauelements
vorteilhafterweise eine diffuse Lichtstreuung und/oder eine

Wellenlangenkonversion.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist ein zweiter Leiterrahmenabschnitt in das Kunststoffgehdu-
se eingebettet. Der zweite Leiterrahmenabschnitt weist dabei
eine obere Flache und eine untere Flédche auf, die zumindest
teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse bedeckt sind.
Vorteilhafterweise kann der in das Kunststoffgehduse einge-
bettete zweite Leiterrahmenabschnitt einen zweiten L&tkontakt
an einer AuRenseite des optoelektronischen Bauelements be-
reitstellen. Der zweite L&tkontakt kann beispielsweise zur
elektrischen Kontaktierung eines optoelektronischen Halblei-

terchips des optoelektronischen Bauelements dienen.

In einer Ausfiihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die untere Fldche des zweiten Leiterrahmenabschnitts
eine weitere Rille auf. Vorteilhafterweise ist dadurch auch
die untere Flache des zweiten Leiterrahmenabschnitts vor ei-
ner eventuellen Kontaminierung mit einem Vergussmaterial ge-

schiitzt.

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-
ments umfasst Schritte zum Bereitstellen eines ersten Leiter-
rahmenabschnitts mit einer Chiplandefldche und mit einer LO&t-
kontaktfldche, die eine Rille aufweist, und zum Einbetten des
ersten Leiterrahmenabschnitts in ein Kunststoffgehduse der-
art, dass die Chiplandefldche und die Lotkontaktfldche zumin-
dest teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse bedeckt
sind. Die Rille wird dabei nicht durch das Material des

Kunststoffgehduses bedeckt. Vorteilhafterweise ist durch die-
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ses Verfahren ein optoelektronisches Bauelement erhdltlich,
bei dem eine L&tkontaktfldche eines ersten Leiterrahmenab-
schnitts zur elektrischen Kontaktierung des optoelektroni-
schen Bauelements dienen kann. Die Lotkontaktfldche ist dabei
durch die Rille vorteilhafterweise vor einer Kontamination
geschiitzt. Dadurch wird eine gute Benetzbarkeit der Lotkon-

taktflédche mit Lot sichergestellt.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen eines optoelektronischen Halb-
leiterchips auf der Chiplandefldche des ersten Leiterrahmen-
abschnitts. Vorteilhafterweise kann der auf der Chiplandefla-
che des ersten Leiterrahmenabschnitts platzierte optoelektro-
nische Halbleiterchip lber die Lotkontaktfldche des ersten

Leiterrahmenabschnitts elektrisch kontaktiert werden.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen eines Vergussmaterials in einer
an die Chiplandefldche angrenzenden Kavitdt des Kunststoffge-
hduses. Vorteilhafterweise ist dabei sichergestellt, dass das
in der Kavitdt angeordnete Vergussmaterial nicht die Lotkon-
taktfldche des ersten Leiterrahmenabschnitts kontaminiert.
Ein durch eine eventuell vorhandene Liicke zwischen dem Mate-
rial des Kunststoffgehduses und dem in das Kunststoffgehduse
eingebetteten ersten Leiterrahmenabschnitt kriechender Teil
des Vergussmaterials kann nicht liber die in der Lotkontakt-
flidche angeordnete Rille hinaus auf die Lotkontaktflédche vor-

dringen.

In einer Ausfiihrungsform des Verfahrens verhindert die Rille,
dass ein Mittenbereich der Ldtkontaktfldche, um den die Rille
zumindest abschnittsweise umlaufend ausgebildet ist, durch
das Vergussmaterial benetzt wird. Eventuell durch eine Liicke
zwischen dem Material des Kunststoffgehduses und dem ersten
Leiterrahmenabschnitt kriechendes Vergussmaterial kann nicht
liber die Rille bis zum Mittenbereich der L&tkontaktflache des
ersten Leiterrahmenabschnitts vordringen und den Mittenbe-

reich dadurch nicht benetzen. Dadurch bleibt der Mittenbe-
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reich der Loétkontaktfldche vorteilhafterweise zugdnglich und
kann wéhrend eines Anldtens des optoelektronischen Bauele-

ments mit Lot benetzt werden.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstdndlich im Zusam-—
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfiihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen ndher erlau-
tert werden. Dabeil zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 einen Schnitt durch ein Kunststoffgehduse eines optoe-

lektronischen Bauelements in einem ersten Bearbeitungsstand;

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine LOtseite des Kunststoffgehdu-

Ses;

Fig. 3 einen Schnitt durch das Kunststoffgehduse des optoe-
lektronischen Bauelements in einem zweiten Bearbeitungsstand;

und

Fig. 4 eine Schnittansicht des optoelektronischen Bauelements

in einem fertigen Bearbeitungsstand.

Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines
Kunststoffgehduses 100. Das Kunststoffgehduse 100 weist eine
Oberseite 110 und eine der Oberseite 110 gegeniliberliegende
Unterseite 120 auf. Fig. 2 zeigt eine schematische Aufsicht
auf die Unterseite 120 des Kunststoffgehduses 100. Das Kunst-
stoffgehduse 100 kann als Gehduse fir ein optoelektronisches
Bauelement, beispielsweise ein Leuchtdioden-Bauelement, die-

nen.

Das Kunststoffgehduse 100 kann auch als Premold-Gehduse oder
als vorgeformtes Gehduse bezeichnet werden. Das Kunststoffge-

hduse 100 kann beispielsweise durch ein Spritzgussverfahren
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oder Spritzpressverfahren (Moldverfahren) hergestellt sein.

Das Kunststoffgehduse 100 weist ein Kunststoffmaterial auf.

An der Oberseite 110 des Kunststoffgehduses 100 ist eine Ka-
vitdt 130 ausgebildet. Die Kavitat 130 ist zur Oberseite 110
des Kunststoffgehduses 100 gedffnet. Seitlich wird die Kavi-
tdt 130 des Kunststoffgehduses 100 durch einen umlaufenden
Rand begrenzt. Im dargestellten Beispiel weist die Kavitat
130 einen sich konisch zur Oberseite 110 weitenden Durchmes-
ser auf. Die Kavitdt 130 kdnnte jedoch auch anders ausgebil-
det sein. In lateraler Richtung senkrecht zur Schnittdarstel-
lung der Fig. 1 kann die Kavitdt 130 beispielsweise kreis-

scheibenfdrmig ausgebildet sein.

In das Material des Kunststoffgehduses 100 sind ein erster
Leiterrahmenabschnitt 200 und ein zweiter Leiterrahmenab-
schnitt 300 eingebettet. Der erste Leiterrahmenabschnitt 200
und der zweite Leiterrahmenabschnitt 300 weisen jeweils ein
elektrisch leitendes Material auf. Beispielsweise kdnnen der
erste Leiterrahmenabschnitt 200 und der zweite Leiterrahmen-
abschnitt 300 ein Metall aufweisen. Der erste Leiterrahmenab-
schnitt 200 und der zweite Leiterrahmenabschnitt 300 kdnnen
gemeinsam auch als Leiterrahmen oder Leadframe bezeichnet
werden. Der erste Leiterrahmenabschnitt 200 und der zweite
Leiterrahmenabschnitt 300 k&énnen beispielsweise durch Atzen

oder durch Stanzen hergestellt sein.

Der erste Leiterrahmenabschnitt 200 weist eine Chiplandefla-
che 210 und eine der Chiplandefldche 210 gegeniiberliegende
Lotkontaktfldache 220 auf. Der zweite Leiterrahmenabschnitt
300 weist eine obere Flache 310 und eine der oberen Fldache
310 gegeniiberliegende untere Flache 320 auf. Die Chiplande-
fldche 210 und die Lo&tkontaktfldche 220 des ersten Leiterrah-
menabschnitts 200 wie auch die obere Fldche 310 und die unte-
re Flidche 320 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 sind je-
weils zumindest nicht vollstdndig durch das Material des
Kunststoffgehduses 100 bedeckt. Im dargestellten Beispiel
liegen die Chiplandeflache 210 und die obere Flache 310 teil-
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weise frei. Die L&tkontaktfldche 220 und die untere Flédche
320 liegen vollstdndig frei. Die Lotkontaktfldche 220 des
ersten Leiterrahmenabschnitts 200 und die untere Fldche 320
des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 sind zur Unterseite
120 des Kunststoffgehduses 100 orientiert und schlieBen bilin-
dig mit der Unterseite 120 des Kunststoffgehduses 100 ab. Die
Chiplandefldche 210 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200 und
die obere Flache 310 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300
sind zur Kavitdt 130 des Kunststoffgehduses 100 hin orien-
tiert und bilden gemeinsam einen Teil der Bodenfldche der Ka-
vitdat 130.

Der erste Leiterrahmenabschnitt 200 und der zweite Leiterrah-
menabschnitt 300 wurden bevorzugt bereits wadhrend der Her-
stellung des Kunststoffgehduses 100 in das Material des
Kunststoffgehduses 100 eingebettet. Dies kann beispielsweise
durch Umspritzen des ersten Leiterrahmenabschnitts 200 und
des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 mit dem Material des

Kunststoffgehduses 100 in einem Moldprozess erfolgt sein.

Die L&tkontaktfldche 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts
200 weist eine erste Rille 230 auf. Die erste Rille 230 ist
in einem Randbereich 221 der L&tkontaktflidche 220 angeordnet
und schlielt einen Mittenbereich 222 der L&tkontaktflache 220
ringfdrmig umlaufend ein. Die erste Rille 230 weist, ausge-
hend von der Oberfldche der Lotkontaktfldche 220, eine Tiefe
231 auf. Senkrecht zur Langsrichtung der ersten Rille 230
weist diese eine Breite 232 auf. Die Tiefe 231 liegt bevor-
zugt zwischen 10 pm und 1 mm, besonders bevorzugt zwischen 50
mm und 200 pm. Ganz besonders bevorzugt betrdagt die Tiefe 231
der ersten Rille 230 etwa 100 pm. Die Breite 232 der ersten
Rille 230 liegt bevorzugt ebenfalls zwischen 10 um und 1 mm,
besonders bevorzugt zwischen 75 um und 300 um. Ganz besonders
bevorzugt betrdgt die Breite 232 der ersten Rille 230 etwa
150 pm. Vom Aublenrand der L&tkontaktfldche 220 kann die erste
Rille 230 beispielsweise um einen Abstand beabstandet sein,
der einem Ein- bis Zehnfachen der Breite 232 der ersten Rille

230 entspricht. Die erste Rille 230 kann beispielsweise durch
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Atzen, durch Prdgen oder mittels eines Lasers in die L&tkon-
taktflédche 220 eingebracht worden sein. Der die erste Rille
230 aufweisende Teil der Lo&tkontaktflache 220 des ersten Lei-
terrahmenabschnitts 200 ist nicht durch das Material des
Kunststoffgehduses 100 bedeckt, so dass auch in der ersten
Rille 230 kein Material des Kunststoffgehduses 100 angeordnet
ist. Auch der Mittenbereich 222 der L&tkontaktfldche 220 ist
nicht durch das Material des Kunststoffgehduses 100 bedeckt.

Die untere Flache 320 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300
weist eine zweite Rille 330 auf. Die zweite Rille 330 ist in
einem Randbereich der unteren Fladche 320 angeordnet, um-
schlielRt einen Mittenbereich der unteren Flache 320 jedoch
nur teilweise. Im dargestellten Beispiel umldauft die zweite
Rille 330 lediglich einen halben Umfang der unteren Fl&che
320 und ist an der der Chiplandefldche 210 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 200 zugewandten Seite der unteren Fl&dche 320
des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 angeordnet. Die Abmes-
sungen der zweiten Rille 330 entsprechen bevorzugt etwa denen
der ersten Rille 230. Die zweite Rille 330 kann mit derselben
Methode wie die erste Rille 230 angelegt worden sein. Der die
zweite Rille 330 aufweisende Teil der unteren Flache 320 des
zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 ist nicht durch das Mate-
rial des Kunststoffgehduses 100 bedeckt, so dass auch in der
zweiten Rille 330 kein Material des Kunststoffgehduses 100
angeordnet ist. Auch der Mittenbereich der unteren Flé&dche 320
ist nicht durch das Material des Kunststoffgehduses 100 be-
deckt.

Es ist auch mdglich, die erste Rille 230 als nicht vollstéan-
dig geschlossenen Ring auszubilden. Dann umlduft die erste
Rille 230 den Mittenbereich 222 der L&tkontaktflache 220 le-
diglich in einem begrenzten Winkelabschnitt von beispielswei-
se einem halben Umfang der Lotkontaktfladche 220. Ebenfalls
moéglich ist, die zweite Rille 330 einen Mittenbereich der un-
teren Flache 320 vollstédndig umlaufend auszubilden. Auf das
Vorsehen der zweiten Rille 330 kann unter Umstdnden auch

vollstdndig verzichtet werden.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/170141 10 PCT/EP2014/056809

Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittdarstellung des Kunst-
stoffgehduses 100 in einem der Darstellung der Fig. 1 zeit-
lich nachfolgenden Bearbeitungsstand. Zwischen den Bearbei-
tungsstanden der Figuren 1 und 3 ist das Kunststoffgehduse
100 mechanischen Belastungen ausgesetzt worden. Diese mecha-
nischen Belastungen kénnen beispielsweise wdhrend eines De-
flashprozesses, eines galvanischen Prozesses oder wahrend ei-

nes Entgratens aufgetreten sein.

Durch den auf das Kunststoffgehduse 100 ausgeiibten mechani-
schen Stress haben sich Spalte 140 zwischen dem Material des
Kunststoffgehduses 100 und dem in das Kunststoffgehduse 100
eingebetteten ersten Leiterrahmenabschnitt 200, wie auch zwi-
schen dem Material des Kunststoffgehduses 100 und dem in das
Kunststoffgehduse 100 eingebetteten zweiten Leiterrahmenab-
schnitt 300 ergeben. Die Spalte 140 erstrecken sich von der
Kavitat 130 des Kunststoffgehduses 100 entlang des ersten
Leiterrahmenabschnitts 200 und des zweiten Leiterrahmenab-
schnitts 300 bis zur Unterseite 120 des Kunststoffgehduses
100. Die Spalte 140 sind in Fig. 3 lediglich schematisch dar-
gestellt und miissen sich nicht in jedem Fall und nicht ent-
lang des gesamten Umfangs des ersten Leiterrahmenabschnitts
200 und des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 ausbilden. Bei
der Bearbeitung des Kunststoffgehduses 100 besteht jedoch
grundsédtzlich die Gefahr einer Ausbildung der Spalte 140.

Fig. 4 zeigt eine weitere schematische Schnittdarstellung des
Kunststoffgehduses 100 in einem der Darstellung der Fig. 3
zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand. Durch weitere Bear-
beitungsschritte ist ein optoelektronisches Bauelement 10
ausgebildet worden, das das Kunststoffgehduse 100 umfasst.
Das optoelektronische Bauelement 10 kann beispielsweise ein

Leuchtdioden-Bauelement sein.

In einem ersten der Darstellung der Fig. 3 zeitlich nachfol-
genden Bearbeitungsschritt wurde ein optoelektronischer Halb-

leiterchip 400 auf der Chiplandefldche 210 des ersten Leiter-
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rahmenabschnitts 200 angeordnet. Der optoelektronische Halb-
leiterchip 400 kann beispielsweise ein Leuchtdioden-Chip
(LED-Chip) sein. Der optoelektronische Halbleiterchip 400
weist eine erste Oberflache 410 und eine der ersten Oberfla-
che 410 gegeniliberliegende zweite Oberfldche 420 auf. Die ers-
te Oberflédche 410 bildet eine Strahlungsaustrittsflédche des
optoelektronischen Halbleiterchips 400.

Im dargestellten Beispiel weisen die erste Oberfldche 410 und
die zweite Oberflédche 420 des optoelektronischen Halbleiter-—
chips 400 je eine elektrische Kontaktfldche des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 400 auf. Die zweite Oberflache 420
ist der Chiplandefldche 210 des ersten Leiterrahmenabschnitts
200 zugewandt. Die an der zweiten Oberflache 420 angeordnete
elektrische Kontaktfldche des optoelektronischen Halbleiter-
chips 400 steht in elektrisch leitender Verbindung mit der
Chiplandefldche 210 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200.
Die an der ersten Oberfldche 410 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 400 angeordnete elektrische Kontaktfldche des op-
toelektronischen Halbleiterchips 400 ist mittels eines Bond-
drahts 430 elektrisch leitend mit der oberen Fldache 310 des
zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 verbunden. Somit kann der
optoelektronische Halbleiterchip 400 {iber die Lotkontaktfla-
che 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200 und die untere
Flache 320 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 elektrisch

kontaktiert und mit einer Spannung beaufschlagt werden.

Nach dem Anordnen des optoelektronischen Halbleiterchips 400
auf der Chiplandefldche 210 wurde die Kavitdt 130 des Kunst-
stoffgehduses 100 mit einem Vergussmaterial 500 befiillt. Da-
bei wurden der in der Kavitdt 130 angeordnete optoelektroni-
sche Halbleiterchip 400 und der in der Kavitdt 130 angeordne-
te Bonddraht 430 in das Vergussmaterial 500 eingebettet. Das
Vergussmaterial 500 bewirkt dadurch einen Schutz des optoe-
lektronischen Halbleiterchips 400 und des Bonddrahts 430 vor

einer Beschadigung durch duBere mechanische Einfliisse.
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Das Vergussmaterial 500 weist bevorzugt Silikon auf. Das Ver-
gussmaterial 500 kann als Klarsilikon ausgebildet sein, das
fiir elektromagnetische Strahlung mit einer durch den optoe-
lektronischen Halbleiterchip 400 emittierten Wellenldnge op-
tisch weitgehend transparent ist. Das Vergussmaterial 500
kann zusdtzlich eingebettete Partikel aufweisen. Beispiels-
weise kdnnen in das Vergussmaterial 500 diffus streuende Par-
tikel, beispielsweise TiO,-Partikel, oder wellenldngenkonver-
tierende Partikel eingebettet sein. Das Vergussmaterial 500
dient dann einer Streuung von durch den optoelektronischen
Halbleiterchip 400 emittierter elektromagnetischer Strahlung
und/oder einer Konversion von Wellenldngen von durch den op-
toelektronischen Halbleiterchip 400 emittierter elektromagne-

tischer Strahlung.

Das Vergussmaterial 500 wurde in zumindest teilweise fliissi-
ger Form in die Kavitdt 130 des Kunststoffgehduses 100 einge-
bracht. Wahrend des Einbringens des Vergussmaterials 500 in
die Kavitdt 130 ist ein Teil des Vergussmaterials 500 durch
die Spalte 140 zwischen dem Material des Kunststoffgehduses
100 und dem ersten Leiterrahmenabschnitt 200 sowie dem zwei-
ten Leiterrahmenabschnitt 300 zur Unterseite 120 des Kunst-
stoffgehduses 100 gekrochen. An der Unterseite 120 des Kunst-
stoffgehduses 100 hat das Vergussmaterial 500 seinen Kriech-
prozess entlang der Unterseite 120 des Kunststoffgehduses 100
fortgesetzt. Der Kriechprozess kann durch einen Kapillaref-
fekt zwischen der Unterseite 120 des Kunststoffgehduses 100
und der Oberseite eines Tragers, auf dem das Kunststoffgehau-

se 100 angeordnet war, unterstiitzt worden sein.

Das Vergussmaterial 500 ist entlang der Unterseite 120 des
Kunststoffgehduses 100 in den Randbereich 221 der Lotkontakt-
flidche 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200 vorgedrun-
gen. Erst an der ersten Rille 230 in der L&tkontaktfldche 220
des ersten Leiterrahmenabschnitts 200 wurde der Kriechprozess
des Vergussmaterials 500 beendet. Im Bereich der ersten Rille
230 wurden die auf das Vergussmaterial 500 wirkenden Kapil-

larkrafte unterbrochen.
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Das Vergussmaterial 500 bedeckt nun den Randbereich 221 der
Lotkontaktfldche 220, nicht aber den Mittenbereich 222 der
Lotkontaktfldache 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200.
Entsprechend wurde auch ein Randbereich der unteren Flé&che
320 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300 bis zur zweiten
Rille 330 in der unteren Flache 320 durch das Vergussmaterial
500 bedeckt.

Da eine potenzielle Kriechstrecke entlang der von dem ersten
Leiterrahmenabschnitt 200 abgewandten Seite des zweiten Lei-
terrahmenabschnitts 300 sehr viel lédnger als die Kriechstre-
cke fiir das Vergussmaterial 500 entlang der dem ersten Lei-
terrahmenabschnitt 200 zugewandten Seite des zweiten Leiter-
rahmenabschnitts 300 ist, geniligt es, die zweite Rille 330 an
der dem ersten Leiterrahmenabschnitt 200 zugewandten Seite
der unteren Fldche 320 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 300
auszubilden. Entsprechend muss auch die erste Rille 230 den
Mittenbereich 222 der Lotkontaktfldche 220 nicht notwendiger-

weise vollstandig umschlieBen.

Das optoelektronische Bauelement 10 kann fiir eine Oberfla-
chenmontage mittels eines Wiederaufschmelzldtprozesses
(Reflow-LOtprozesses) vorgesehen sein. Die Lotkontaktflache
220 und die untere Flache 320 an der Unterseite 120 des
Kunststoffgehduses 100 des optoelektronischen Bauelements 10
werden dabei {iber Lotverbindungen elektrisch leitend kontak-
tiert. Da die L&tkontaktfldche 220 und die untere Flache 320
im Wesentlichen nicht durch das Vergussmaterial 500 bedeckt
sind, ist dabei eine gute Benetzbarkeit der Loétkontaktfliche

220 und der unteren Flédche 320 mit Lot gewdhrleistet.

Sollte es wdhrend des Einbringens des Vergussmaterials 500 in
die Kavitdat 130 in einem Einzelfall doch zu einer Bedeckung
der Lotkontaktfldche 220 des ersten Leiterrahmenabschnitts
200 und/oder der unteren Flache 320 des zweiten Leiterrahmen-

abschnitts 300 kommen, so kann diese Bedeckung in einer visu-
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ellen Kontrolle im Bereich der ersten Rille 230 bzw. der
zweiten Rille 330 leicht detektiert werden.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele ndher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschréankt.
Vielmehr kdnnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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Patentanspriche

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Kunststoffgehduse (100),

wobeil in das Kunststoffgehduse (100) ein erster Leiter-
rahmenabschnitt (200) eingebettet ist,

wobei eine Chiplandeflédche (210) und eine Lotkontaktfla-
che (220) des ersten Leiterrahmenabschnitts (200) zumin-
dest teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse (100)
bedeckt sind,

wobei die L&tkontaktfldche (220) eine Rille (230) auf-
weist,

wobei die Rille (230) nicht durch das Material des Kunst-
stoffgehduses (100) bedeckt ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdRl Anspruch 1,
wobei die Rille (230) in einem Randbereich (221) der LOt-
kontaktfldche (220) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die Rille (230) zumindest abschnittsweise um einen
Mittenbereich (222) der L&tkontaktflache (220) umlaufend
ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die Rille (230) eine Tiefe (231) zwischen 10 pm und
1 mm aufweist, bevorzugt eine Tiefe (231) zwischen 50 pm

und 200 um.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobeil ein optoelektronischer Halbleiterchip (400) auf der

Chiplandefldche (210) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-

hergehenden Anspriche,
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10

11

17

wobeil das Kunststoffgehduse (100) eine an die Chiplande-
flache (210) angrenzende Kavitat (130) aufweist,
wobeil in der Kavitdt (130) ein Vergussmaterial (500) an-

geordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl Anspriichen 3 und
6,

wobei die Rille (230) vorgesehen ist, eine Benetzung des
Mittenbereichs (222) durch das Vergussmaterial (500) zu

verhindern.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der An-—
spriiche 6 und 7,

wobei das Vergussmaterial (500) Silikon aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobeil ein zweiter Leiterrahmenabschnitt (300) in das
Kunststoffgehduse (100) eingebettet ist,

wobei eine obere Fldche (310) und eine untere Fldche
(320) des zweiten Leiterrahmenabschnitts (300) zumindest
teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse (100) bedeckt

sind.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemdal Anspruch 9,

wobel die untere Flache (320) eine weitere Rille (330)

aufweist.

.Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-

ments (10)

mit den folgenden Schritten:

— Bereitstellen eines ersten Leiterrahmenabschnitts (200)
mit einer Chiplandefldche (210) und mit einer L&tkontakt-
fladche (220), die eine Rille (230) aufweist;

- Einbetten des ersten Leiterrahmenabschnitts (200) in
ein Kunststoffgehduse (100) derart, dass die Chiplande-
fldache (210) und die Lotkontaktflache (220) zumindest
teilweise nicht durch das Kunststoffgehduse (100) bedeckt



10

15

20

WO 2014/170141 PCT/EP2014/056809

12

13

14

18

sind,
wobei die Rille (230) nicht durch das Material des Kunst-
stoffgehduses (100) bedeckt wird.

.Verfahren gemall Anspruch 11,

wobeil das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

— Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (400)
auf der Chiplandefldche (210).

.Verfahren gemdB einem der Anspriiche 11 und 12,

wobeil das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

— Anordnen eines Vergussmaterials (500) in einer an die
Chiplandefldche (210) angrenzenden Kavitat (130) des
Kunststoffgehduses (100).

.Verfahren gemall Anspruch 13,

wobeili die Rille (230) wverhindert, dass ein Mittenbereich
(222) der Lotkontaktfldche (220), um den die Rille (230)
zumindest abschnittsweise umlaufend ausgebildet ist,

durch das Vergussmaterial (500) benetzt wird.
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